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はじめに 

光配線は，電気配線を光配線に置き換えることで，

LSI の消費電力や高速大容量通信などの問題を克

服する技術です．我々はシリコン基板上への光デバ

イスの集積方法として，薄膜 InP 層と Si 基板を直

接接合して作製した InP / Si基板上に結晶成長する

方法を提案している．この方法を用いて，InP / Si基

板上にボイドのない 2 インチ InP / Si 基板，1.2μm

波長の半導体レーザを得た[1,2]．本研究では，InP / 

Si 基板上に 1.5μm 帯の GaInAsP-InP ダブルヘテロ

レーザ構造をエピタキシャル成長させ，レーザ構造

を最適化することにより，低閾値電流レーザを実現

した． 

実験方法 

MOVPE 法を用いて InP 基板上に GaInAs / InP 

(1000nm) / GaInAs を成長し，InP基板を除去するこ

とで InP薄膜GaInAs/InP/GaInAs層を得る．そして，

この薄膜層と Si基板の表面をH2SO4:H2O2:H2O溶液

にて-OH基終端した後に接合，窒素雰囲気下で加熱

することで InP/Si基板を作製した．その後，この基

板上に MOVPE 法を用いて図 1 に示すような

GaInAsP-InP のダブルヘテロ構造を結晶成長した．

成長温度は 650oC，成長圧力は 60Torrとして，InP/Si

基板上に LD 構造を変化させ，p-InP クラッド層を

900nmから 1500nmに厚膜化して成長した LD構造

の I-L特性，EL特性の評価・検討を行った． 

結果と考察 

InP/Si基板上に成長した GaInAsP-InPダブルヘテ

ロレーザ構造の EL 測定結果を図 2 に示す．InP/Si

基板上に成長した構造のピーク波長は 1503nmであ

り，中心波長に大きなずれがないことを確認した．

また InP/Si基板上に LD構造を変化させ，成長した

構造における I-L測定結果を図 3に示す．0oCにお

ける閾電流密度は 1.57kA/cm2 であり，p-InP 層厚

900nmの構造と比べると p-InP層を厚膜化したこと

により，約 1/2以上となる閾値電流密度の低減が得

られた． 
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図 1：成長構造図 
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図 2：EL特性 
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図 3：I-L特性 
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